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An improvement has been made on the NMR marginal oscillator with MOS-
FET to attain a stable operation at low temperature. The whole assembly of the 
oscillator is enc10sed into a capsule made by a copper or in part stainless tube 
to prevent the bubbling of a refrigerant， which frequent1y gives rise to noise 
and fluctuation. The NMR measurements on AP7 nuclear in ruby are carried 
out with this oscillator at 77 and 4.2 K， with magnetic field -12 kG and with a 













































の底にそれぞれ 5052， 20052 ， 5652のカ ーボン抵抗体
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ドメタルは融点が低いので中の MOS-FETを破壊す 体①の位置にはまだ液体ヘリウムが達していなし、。 18
ることなく取り外して調整ができた。 時27分以後は液体ヘリウムを新たに供給していないの
図3は detectorboxの内部を示したものであるo で抵抗体①の位位では次第に液体ヘリウムのレベルが
ここに発振器より Monitor へ行く総と出力[ïïJli'.~ の線 下りつつある D しかしながら抵抗体①および①の位置
を引き込んでいるo出力回路は diodeで検波した後 では非常に安定であるoNMR 実験はこのような状態
Lock-in amp.に導いているo diodeは boxのI涯を において行なわれた。 その結果，ヘリウム溜めに液体
貫通している絶縁された直径 1mmのエナメル銅線 ヘリウムがたまっている限り NMR信号を検山でき
に半田付けされていて，常に室川に保たれているD るが，抵抗体①の位置より少なくなると急激にMOS-








司 5 4.2K における発娠状態
けたときの発燦状態で， 発版状態が~I::'': ;f;に1J.Áとである





るo表 lを見れば切らかなよう に，181l!j: 5分に液体へ
るo
表 1 液面計の抵抗1'Uのi&I度変化例
( ||Resist Resist Resist Tem~ (K) I Time ①(.9) ①(.9) ①(.9) 
300 58 216 63 
77 18:00 62 224 70 
4.2 18: 10 105 3，300 990 
タ 18:27 238 3，300 996 
ク 18:50 232 3，300 996 
タ 19: 10 225 3，299 995 
























本を取り出したものである。発振周波数 12.5 MHz， 
磁場変調振幅 Hm50Gauss，磁場変調周波数20Hz，
信号の半値巾 .JH47.3Gauss，そして中心磁場はそれ















f = 12.5 MHz 







































Temp， 300K 78K 4.2K 
T1， 7msec 15msec 40msec 
.dH， 6. 5Gauss 7. 6Gauss 9. 5Gauss 
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